
講演会のお知らせ 
 
 
下記講演会を開催いたしますので、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。 
 
 
演題：半導体量子構造におけるスピン軌道相互作用を用いた永久スピン旋回状態の制御 
講師：好田	 誠	 （東北大学 工学研究科  准教授） 
日時：平成 29年 11月 10日（金）	 16:30～17:30 
場所：北海道大学工学部物理工学系大会議室（A1-17） 
後援：応用物理学会北海道支部 
 
 
講演の要旨 
半導体におけるスピン軌道相互作用は、結晶やヘテロ構造の反転対称性の破れに起因し、電子スピンに

対して有効磁場を与える相互作用である。この有効磁場は、半導体の有する精密なバンド構造設計や微

細加工と組み合わせることで、ゲート電場などを介し外部制御できる。よって、スピン生成やスピン制

御といったスピントロニクスデバイスの要素技術を外部磁場や強磁性体を必要とすることなく構築でき

る利点を有する。特に III-V 族化合物半導体量子構造では、異なる対称性を有する Rashba および
Dresselhaus タイプのスピン軌道相互作用が存在する。この 2 つのスピン軌道相互作用を等しい強さに
すると、誘起される有効磁場は 1 軸方向に揃い SU(2)対称性を有するため、永久スピン旋回状態と呼ば
れるヘリカルスピン秩序を形成する。この永久スピン旋回状態の利点は、スピン軌道相互作用が存在し

ているにも拘らずスピン緩和が抑制できるため、有効磁場によるスピン制御と長距離スピン輸送を同時

に実現できる点にある。本講演では、GaAsや InGaAs量子井戸における有効磁場(スピン軌道相互作用)
の精密測定手法[1,2]や、永久スピン旋回状態のゲート制御および細線構造を利用したスピン緩和の抑制
について最近の研究を紹介する[3-5]。 
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